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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft den Be-
reich der Halbleiter-Bildsensorvorrichtungen und ins-
besondere CMOS-basierte aktive Pixelsensoren.

[0002] Aktive CMOS-Pixelbildsensoren unterliegen
einer schnellen Entwicklung und erganzen in vielen
Anwendungen ladungsgekoppelte Vorrichtungen
oder I6sen diese ab. Die Vorteile der CMOS-Bildsen-
soren sind u. a. der niedrige Energieverbrauch bei
Betrieb, die hohere Integrationsfahigkeit fir die Sig-
nalverarbeitung im Chip sowie die durch
CMOS-Technologie verfligbaren Steuerungsfunktio-
nen. Die Technologie ist daher fiir viele Verbraucher-
anwendungen geeignet, u. a. fir preisginstige, por-
table Bebilderungsvorrichtungen. CMOS-basierte
Sensoren ermoglichen die Einbeziehung zahlreicher
Funktionen in einen einzelnen Chip. In verschiede-
nen Fundstellen nach dem Stand der Technik werden
aktive Pixelsensoren auf der Basis der CMOS-Tech-
nik beschrieben, die Abtastknoten verwenden, die
mit Fotodetektoren (iber Ubertragungsanschliisse
verbunden sind. Ublicherweise ist ein Riickstellan-
schluss vorhanden, der fir Verschlusszwecke ver-
wendbar ist. In den Anwendungsbereichen industriel-
ler Kameras und der Aufzeichnung mit hoher Bild-
wechselfrequenz sind CMOS-Sensoren jedoch durch
Ausfuhrungsformen benachteiligt, die eine zeilenwei-
se Belichtungssteuerung verwenden, um einen
Schlitzverschlussbetrieb zu ermdglichen, der nicht
zur gleichzeitigen Belichtung des gesamten
CMOS-Pixelarrays in der Lage ist. Ein zusatzlicher
Verschlussanschluss wird bereitgestellt, um eine di-
rekte Rickstellung des Fotodetektors unabhangig
vom Ubertragungsanschluss zu erméglichen. Durch
einen zusatzlichen Anschluss kann jedoch eine fest-
stehende Storstruktur entstehen, die auf nicht opti-
male Entfernungsfrequenzen der in den Fotodetekto-
ren nach dem Stand der Technik gespeicherten La-
dungen zurtickzufiihren ist.

[0003] Aus der vorausgehenden Erérterung wird
deutlich, dass in der Technik Bedarf nach einer
CMOS-basierten, aktiven Pixelsensorkonstruktion
besteht, die eine unabhangige elektronische Ver-
schlussfunktion bereitstellt, wahrend sie optimale
Entfernungsfrequenzen fir in den Fotodetektoren ge-
speicherte Ladungen vorsieht.

[0004] Die vorliegende Erfindung l6st Nachteile
nach dem Stand der Technik, indem eine Pixelkonst-
ruktion fiur CMOS-Bildsensoren bereitgestellt wird,
die eine potenziell hohe Bildwechselfrequenz besitzt
und daher die Fahigkeit zum Erfassen von eingefro-
renen Bildern aus bewegten Szenen bereitstellt. Die
Pixelarchitektur stellt einen aktiven, CMOS-basierten
Pixelbildsensor bereit, der ein Pixelarray in Form von
Zeilen und Spalten umfasst, mit mindestens einer
Untermenge von Pixeln, die eine symmetrische An-

ordnung eines Verschlussanschlusses und eines
Ubertragungsanschlusses umfasst, um eine effizien-
tere Entfernung von Elektronen aus dem Fotodetek-
tor zu ermdglichen, wie sie beispielsweise bekannt ist
aus ,A high speed CMOS imager acquiring 5000 fra-
mes/sec" von S. Lauktermann et al., erschienen in
Electron Devices Meeting 1999. IEDM Technical Di-
gest, International Washington, DC, USA, 5.-8. Dez.
1999, Piscataway, NS, USA, IEEE, USA, 5. Dezem-
ber 1999, Seite 875-878. Die Pixelarchitektur stellt
einen Ausgangsanschlussbereich und einen Ver-
schlussanschlussbereich bereit, die um den elektro-
statischen Mittelpunkt des Pixels symmetrisch ange-
ordnet sind. Durch Anordnung der Verschluss- und
Ubertragungsanschliisse in symmetrischer Weise
um die Pixelmittel ist die Elektronentbertragung zu
diesen Anschlissen in beiden Bahnen identisch, so
dass die feststehende Stérstruktur minimiert wird.
Eine Pixelausgabebusstruktur ermdglicht zudem
konfigurierbare Anschliisse an spaltenweise Signal-
busse fir den Anschluss an parallele Ausgabekana-
le. Das Pixel ist fir eine globale elektronische Ver-
schlussfunktion ausgelegt, so dass jedes Pixel
gleichzeitig mit Bildern belichtet wird, die auf die Pi-
xelanordnungsebene einfallen. Die vorliegende Erfin-
dung ist zur Verwendung in einem Bildsensor mit ho-
her Bildwechselfrequenz vorgesehen, der unter Ver-
wendung einer aktiven CMOS-APS-Technologie
(Complementary Metal Oxide Semiconductor/Active
Pixel Sensor) hergestellt wird und vorzugsweise eine
mit Anschlussstiften verstehende Fotodiode beinhal-
tet.

[0005] Die Pixelarchitektur stellt zudem eine Viel-
zahl von Ausgabekanadlen bereit, die derart ausgebil-
det sind, dass jeder Ausgabekanal in Wirkbeziehung
mit einer Untermenge von Pixeln verbunden ist, worin
jedes Pixel ein Attribut aufweist, das gleich ist.

[0006] Die vorliegende Erfindung weist folgende
Vorteile auf: 1) Moéglichkeit zur Beriicksichtigung von
Anderungen in den Pixelausgabegruppierungen fiir
unterschiedliche, monochrome Ausgabeformate
oder CFA-Muster lediglich anhand von Anderungen
in den Metallleitschichten; 2) Moglichkeit zu einer
echten elektronischen Verschlussfunktion zur Abbil-
dung von Bewegungsszenen, bei denen alle Pixel
das gleiche Zeiterfassungsfenster aufweisen; und 3)
Bereitstellen eines symmetrischen globalen Ver-
schlussanschlusses und Ubertragungsanschlusses
zur Minimierung pixelbezogener feststehender Stor-
strukturen.

[0007] Die Erfindung wird im folgenden anhand in
der Zeichnung dargestellter Ausflihrungsbeispiele
naher erlautert.

[0008] Es zeigen:

[0009] Fig. 1 ein Segment des Bayer-CFA-Muster-
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entwurfs mit einem Kern aus vier Pixeleinheiten;

[0010] Fig. 2a eine Blockdiagrammdarstellung der
parallelen Ausgabekanale, die an einen CFA-Kern
aus vier Pixeln angeschlossen sind, ahnlich des in
Fig. 1 gezeigten Bayer-Musters;

[0011] Fig. 2b ein alternatives CFA-Muster, worin
der Kern aus Streifen der Farbe besteht, die eine ge-
samte Zeile besetzt. Die Anzahl der erforderlichen
Spaltenbusse erhoht sich auf vier. Um ein Bay-
er-Muster zu andern, werden nur zwei dieser Spal-
tenbusse verwendet;

[0012] Fig.2c eine ahnliche Vier-Spalten-Busan-
ordnung, wie in Fig. 2b gezeigt, in ,rekonfigurierter"
Form, um dieses 4x4-Farbmosaikmuster fur farbspe-
zifische Ausgabekanale verdrahten zu kdnnen. Ein
Beispiel eines solchen 4x4-Musters wird von Hamil-
ton et al. in US-A-5,631,703 beschrieben;

[0013] Fig. 2d eine ahnliche Vierspalten-Busanord-
nung, wie in Fig. 2b und Fig. 2¢c vorstehend gezeigt,
die fur ein Mosaikmuster auf der Grundlage eines Pi-
xelmusters ,rekonfiguriert" ist, das unterschiedliche
Empfindlichkeiten mit empfindlichkeitsspezifischen
Ausgabekanalen aufweist.

[0014] Eig. 3a ein Blockdiagramm der Pixelkonst-
ruktion mit hoher Bildwechselfrequenz, in der die
Symmetrie von Ubertragungsanschluss und Ver-
schlussanschluss sowie der Pixelausgabebus und
dessen konfigurierbarer Anschluss an den Ausgabe-
bus dargestellt sind;

[0015] Fig. 3b die Zeitsteuerung fir die Verschluss-
funktion und die Integrationsperioden des in Fig. 3a
dargestellten Pixels 70;

[0016] Fig. 3c eine Schnittansicht fir eine Vorrich-
tung nach dem Stand der Technik zur Darstellung ei-
ner nicht symmetrischen Anordnung des Ubertra-
gungsanschlusses und des Verschlussanschlusses
mit einem korrespondierenden ungleichen Potenzial-
weg aus dem Mittelpunkt der Fotodiode zu diesen
Anschlissen.

[0017] Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines Einheitenkerns
10, der als Bayer-CFA-Musterkonstruktion bekannt
ist und den Vier-Pixel-Einheitenkern 10 darstellt, wo-
rin G = Grin, R = Rot und B = Blau fiir die Farbemp-
findlichkeit der Pixel steht. Das in dem Einheitenkern
10 dargestellte 2x2-Muster ist eine herkdmmliche
Bildsensorkonstruktion nach dem Stand der Technik.
Die fotoelektrischen Umwandlungsmittel, wie etwa
eine Fotodiode, werden in einer Halbleiterschicht
wahrend der Verarbeitungsschritte zur Ausbildung
verschiedener Teile der aktiven Vorrichtung ausgebil-
det. Diese Verarbeitungsschritte umfassen typischer-
weise eine fotolithografische Maskierung, eine lonen-

implantierung, Diffusion und Oxidation. Die verschie-
denen Teile der aktiven Vorrichtung sind Ublicherwei-
se ein Fotodetektor mit Fotodioden- oder Fotoan-
schlusstechnologie, Source/Gate/Drain von MOS-
FETs (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren)
und Isolationsbereichen. Zusatzlich werden Polysili-
cium- und Siliciumoxidschichten aufgebracht, struk-
turiert und auf den Halbleiterschichten zur Herstel-
lung von Transistoren ausgebildet. Abschlielend
werden die dielektrischen Isolationsschichten zwi-
schen den aktiven Halbleitervorrichtungen und den
Metallverdrahtungsschichten aufgebracht, welche
derart strukturiert sind, dass sie die Vorrichtungen
verbinden und Schaltungen bilden, die bestimmte
elektronische Funktionen durchfiihren. Zur Herstel-
lung eines Bildsensors werden zusatzliche Schichten
verwendet, um ein CFA (Color Filter Array/Farbfil-
ter-Array) und Mikrolinsen herzustellen. Die
CFA-Schicht besteht aus einem Mosaik eines
CFA-Kerns, der sich Gber dem Bebilderungs-Pixelar-
ray wiederholt. Jeder Kern enthalt gemusterte Pixel-
bereiche mit einer bestimmten Farbe, so dass jedes
der darunter befindlichen lichtempfindlichen Elemen-
te nur Lichtstrahlen einer bestimmten Farbe erkennt.

[0018] In einem Bildsensor mit hoher Bildwechsel-
frequenz, bei dem die effektive Pixelausgaberate
Hunderte von Millionen Pixel pro Sekunde erreicht,
werden mehrere parallele Kanale verwendet. Eine
Fundstelle, in der solche Sensoren besprochen wer-
den, ist A Solid—State Image Sensor for Image Recor-
ding at 2000 Frames Per Second von T-H Lee, T. J.
Tredwell, B. C. Burkey, C. Anagnostopoulos, J. S.
Hayward, T. M. Kelly, R. P. Khosla, D. L. Losee und J.
P. Lavine in IEEE Transactions an Electronic De-
vices, Band ED-19, Nr. 9, Seite 1469-1477, Sept.
1982. Nach diesem Stand der Technik (und anderen
Beschreibungen) werden mehrere parallele Kanale
beschrieben, die nach Lage in dem Sensor angeord-
net sind.

[0019] Fig. 3a zeigt ein Blockdiagramm der Pixel-
konstruktion mit hoher Bildwechselfrequenz, in wel-
chem man eine Symmetrielinie 80 ziehen kann, die
das Pixel im Wesentlichen in zwei gleiche Halften
teilt. Ein Ubertragungsanschluss 71 und ein Ver-
schlussanschluss 72 sind in dem Pixel ausgebildet,
so dass die Lage des Ubertragungsanschlusses 71
zum Mittelpunkt des Pixels in gleichem Abstand wie
der Verschlussanschluss 72 angeordnet ist. Die An-
ordnung des Verschlussanschlusses 72 und des
Ubertragungsanschlusses 71 sind zum Mittelpunkt
des Pixels nicht aquidistant, sondern symmetrisch
um die Symmetrielinie 80 herum angeordnet. Dies er-
moglicht eine Uberlegene Ableitung der Elektronen
aus dem Pixel, was fir Hochgeschwindigkeitsvorrich-
tungen sinnvoll ist, beispielsweise fir die erfindungs-
gemalie Mehrkanalvorrichtung. Das Layout des Ver-
schlussanschlusses 72 und des Ubertragungsan-
schlusses 71 um die Symmetrielinie 80 in dem Pixel
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70 braucht in Fig. 3a nicht gezeigt zu werden. Fir
jede Pixelkonstruktion, in der ein Verschlussan-
schluss und ein Ubertragungsanschluss so angeord-
net werden koénnen, dass diese im gleichen Abstand
zum Mittelpunkt beabstandet sind, kann im Wesentli-
chen eine Symmetrielinie zwischen dem Verschluss-
und Ubertragungsanschluss gezogen werden. Dies
ist sehr deutlich bei Pixelkonstruktionen mit Fotode-
tektoren, deren Konfigurationen quadratisch, rechte-
ckig, kreisféormig oder oval sind. Der Pixelausgabe-
bus in dem bevorzugten Ausflihrungsbeispiel wirde
typischerweise einen Auswahltransistor aufweisen,
der die Verbindung zu einem der vier Spaltenbusse
fur die Kanale 1, 2, 3 oder 4 (81, 82, 83, 84) mit An-
derungen lediglich an der rickseitigen Metall-Verbin-
dungskontakt-Maskenschicht herstellt, indem wahl-
weise ein Kontakt zwischen dem Pixelausgabebus
und einer der vier Spaltenbusse hergestellt wird, und
unter Verwendung einer der Kontakte/Verbindungs-
kontakte 61, 62, 63 oder 64. Durch Anderung dieser
Masken, die erst spat in der Verarbeitungsfolge ange-
ordnet sind, ist dieser Sensor fir unterschiedliche
CFA-Muster konfigurierbar. Fig. 3b zeigt die Zeit-
steuerung fir die Verschlussfunktion und die Integra-
tionsperioden des in Eig. 3a dargestellten Pixels 70.

[0020] Der Verschlussanschluss 72 ist vor der Zeit
Te,p aktiv, um das Pixel 70 auf ein vorbestimmtes Po-
tenzial ruckstellen zu kénnen, welches im Fall des
bevorzugten Ausfihrungsbeispiels VDD ist. Dies ist
der Verschlussbetrieb fur Pixel 70. Zum Zeitpunkt T¢,,
wird das Signal SG zum Verschlussanschluss 72 in-
aktiv, und die Integrationsperiode 1,; beginnt. Sobald
die Integrationsperiode fur das Pixel beendet ist,
pulst das Ubertragungsgittersignal TG und tbertragt
die Fotoelektronen aus dem Pixel in die Floating-Dif-
fusion 74. Die Floating-Diffusion 74 dient als Eingang
in den Anschluss des Sourcefolgertransistors 76, der
eine Verstarkung erzeugt, die von dem Reihenaus-
wahltransistor 78 ermdglicht wird.

[0021] In der Organisation von Hochgeschwindig-
keitssensoren mit mehreren parallelen Ausgangska-
nalen ist es winschenswert, einen einzelnen Kanal
einem bestimmten Attribut zuzuordnen, etwa der Far-
be oder Empfindlichkeit, da die Empfindlichkeit des
Pixels von diesen Attributen abhangt. Die Kanalelek-
tronik kann fir bestimmte Attribute optimiert werden,
beispielsweise wird die elektronische Verstarkung
auf einen optimalen Wert eingestellt. Alle Pixel mit
denselben Attributen werden daher mit einem Ausga-
bekanal unter Verwendung einer dedizierten An-
schlussmatrix verbunden, und die Pixel, die tber die-
ses Attribut verfigen, werden mit dem gewahlten
Ausgabekanal hartverdrahtet. Dieser Ausgabekanal
weist dann eine Elektronik auf, die fur das Attribut
spezifisch ist, das auf diesem Ausgabekanal ausge-
geben wird.

[0022] In der vorliegenden Erfindung hat das Pixel
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einen Ausgabebusbereich, der die Festlegung der
endgultigen Anschlisse erméglicht, indem lediglich
Anderungen an den Metall/Verbindungskontakt/Kon-
taktschichten vorgenommen werden. Die Ausgabe-
kanal-Zuordnung kann daher fir unterschiedliche
CFA-Muster mit minimalen Kosten geandert werden,
die den Metall/VVerbindungskontakt/Kontakt-Maskie-
rungsschritten in dem Fertigungsprozess zugeordnet
sind. Dies ist in Fig. 2a—d und Fig. 3a—c fir eine Vier-
kanal-Implementierung mit einem Bus mit entweder
zwei oder vier Ausgabespalten dargestellt.

[0023] Fig. 2a zeigt ein Blockdiagramm der vorlie-
genden Erfindung, in welchem der Bildsensor 20 pa-
rallele Ausgabekanale 21, 22, 23, 24 aufweist, die mit
einem CFA verbunden sind. Das CFA hat einen Kern
von vier Pixeln, wie etwa die Bayer-Muster-An-
schlussmatrix aus Fig. 1. Der in Fig. 2a dargestellte
Bildsensor 20 weist insofern einen grundsatzlichen
Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten Bildsensor 9
auf, als dass jedes der vier Pixel 1, 2, 3, 4 in dem
Kern mit einem der separaten Ausgabekanale 21, 22,
23, 24 verbunden ist, so dass alle Pixel 1 mit Leiter-
bahnen 11 verbunden sind, die Pixel 1 mit dem Aus-
gabekanal 21 verbinden. Pixel 2, 3 und 4 sind in dhn-
licher Weise mit den Ausgabekanalen 22, 23, 24 Gber
die Leiterbahnen 12, 13 und 14 verbunden. Die Lei-
terbahnen 11, 12, 13, 14 verbinden jedes Pixel 1, 2,
3, 4 Uber Verbindungskontakte 66. Diese Verbindung
Uber die Verbindungskontakte 66 wird als eine Ver-
bindung betrachtet, die hartverdrahtet werden kann,
wenn der Bildsensor 20 hergestellt wird, oder die auf
verschiedene Weise konfigurierbar ist.

[0024] Fig.2b zeigt ein alternatives CFA-Muster,
worin der Kern aus Streifen der Farbe besteht, die
eine gesamte Zeile 5, 6, 7, 8 besetzt. Die Anzahl der
erforderlichen Spaltenbusse erhdht sich auf vier. Um
ein Bayer-Muster zu &ndern, etwa das des in Eig. 2a
gezeigten Sensors, wirden die Verbindungskontakte
66 so angefertigt, dass sie nur zwei dieser Spalten-
busse verbinden und die Ubrigen Spaltenbusse un-
benutzt lassen. Der Bildsensor 29 hat parallele Aus-
gabekanale 25, 26, 27, 28, die mit einem CFA des
Bildsensors 29 verbunden sind. Das CFA weist einen
Kern von vier Pixeln auf, die in Reihen 5, 6, 7, 8 an-
geordnet sind, so dass jede der Reihen 5, 6, 7, 8 der
Pixel in dem Kern mit einem der separaten Ausgabe-
kanale 25, 26, 27, 28 verbunden ist. Jedes Pixel in
den Reihen 5, 6, 7, 8 ist mit Leiterbahnen 31 verbun-
den, die die Pixel in den Ausgabekanalen 24, 25, 26,
27 Uber Verbindungskontakte 66 verbinden. Diese
Verbindung Uber die Verbindungskontakte 66 wird als
eine Verbindung betrachtet, die hartverdrahtet wer-
den kann, wenn der Bildsensor 29 hergestellt wird,
oder die auf verschiedene Weise konfigurierbar ist.

[0025] Fig. 2c zeigt, dass die gleiche Vier-Spal-
ten-Busanordnung, wie in Eig. 2b gezeigt, ,rekonfi-
guriert" werden kann, indem man minimale Kontakt-
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maskierungsanderungen vornimmt, um dieses
4x4-Farbmosaikmuster fur farbspezifische Ausgabe-
kanale verdrahten zu kénnen. Das in Fig. 2c gezeig-
te Muster ist ein komplementares Farbmuster mit gel-
ben Farbfiltern Y, cyanfarbenen Farbfiltern C, magen-
tafarbenen Farbfiltern M und grinen Farbfiltern G.
Jedes Pixel in den Pixeln 41, 42, 43, 44 ist Uber Lei-
terbahnen 31 mit Ausgabekanalen 45, 46, 47, 48
Uber Verbindungskontakte 66 verbunden.

[0026] Fig. 2d ist eine ahnliche Vierspalten-Busan-
ordnung, wie in Fig. 2b und Fig. 2¢c vorstehend ge-
zeigt, die fur ein Mosaikmuster auf der Grundlage von
Pixelempfindlichkeiten mit empfindlichkeitsspezifi-
schen Ausgabekanalen ,rekonfiguriert” ist. Wie in
Fig. 2d gezeigt, gibt es vier Pixelempfindlichkeiten
S1, S2, S3, S4, die mit Leiterbahnen 51 uber Verbin-
dungskontakte 66 mit Ausgabekanalen 45, 46, 47
und 48 verbunden sind.

[0027] In der Bebilderung mit hoher Bildwechselfre-
quenz ist es zudem wiinschenswert, dass alle Pixel
einer Szene gleichzeitig innerhalb der elektronisch
gesteuerten Zeit belichtet werden. In einem
CCD-Bildsensor (Charge-Coupled Device) wird dies
Ublicherweise mit einem VOD (Vertical Over-Flow
Drain) erreicht. In CMOS APS wiirde dies komplexe
Verarbeitungsschritte und somit zusatzliche Kosten
bedeuten. Die vorliegende Erfindung beschreibt die
Verwendung eines zusatzlichen Verschlussan-
schluss-Transistors in der Pixelkonstruktion, um ein
Ruckstellen des Fotodioden-Sammlungsknotens un-
abhangig von dem Ubertragungsanschluss und dem
Ruckstellanschluss des Floating-Diffusion-Abtast-
knotens zu ermdglichen. Die Konstruktion dieses
elektronischen Verschlussanschlusses ist derart,
dass das Layout der Fotodiode in Bezug zu den bei-
den Transistorenanschliissen symmetrisch ist, wo-
durch entweder eine Ubertragung der gesammelten
Fototrdger zu einem Abtastknoten (dem Ubertra-
gungskonten) oder einem Riickstellknoten (elektroni-
scher Verschlussanschluss) durchgefuhrt wird. An-
hand dieser Fotodiode mit zwei Anschlissen und
durch deren Verbinden fir samtliche Pixel in dem Ar-
ray wird die zeitliche Belichtung der Pixel durch das
Zeitintervall zwischen der globalen Riickstellung der
Fotodioden und der globalen Ubertragung der Foto-
ladungen zu dem Abtastknoten bestimmt. Diese Kon-
struktion wird in Abb. 3a—c gezeigt.

[0028] Die vorliegende Erfindung weist folgende
Vorteile auf: 1) Beriicksichtigung von Anderungen in
den Pixelausgabegruppierungen fiir unterschiedli-
che, monochrome Ausgabeformate oder CFA-Muster
lediglich anhand von Anderungen in den Metallleit-
schichten; 2) Mdglichkeit zu einer echten elektroni-
schen Verschlussfunktion zur Abbildung von Bewe-
gungsszenen, bei denen alle Pixel das gleiche Zeiter-
fassungsfenster aufweisen; und 3) Bereitstellen ei-
nes symmetrischen globalen Verschlussanschlusses
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und Ubertragungsanschlusses zur Minimierung pi-
xelbezogener feststehender Stérstrukturen.

Patentanspriiche

1. Bildabtastvorrichtung mit:
einem Halbleitersubstrat mit einer Anordnung von Pi-
xeln, die als zweidimensionales Mosaik ausgebildet
sind:
wobei mindestens eines der Pixel umfasst:
einen Fotodetektor, der in elektrischer Verbindung
mit einem Ubertragungsanschluss und einem Ver-
schlussanschluss steht, wobei der Verschlussan-
schluss derart funktioniert, dass er den Fotodetektor
unabhangig vom Ubertragungsanschluss und vom
Ruckstellanschluss eines gleitenden Diffusionskno-
tens zurlckstellt; wobei das statische Rauschmuster
aufgrund des gleich groRen Abstandes minimiert
wird; und worin der Ruickstellanschluss die gleitende
Diffusion auf ein Potenzial zurlickstellt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anordnung des Fotodetektors beziglich der bei-
den Transistoranschlisse des Verschlusses und des
Ubertragungstransistors symmetrisch ist und dass
der Fotodetektor separate Verbindungen zu den bei-
den Transistoren aufweist, wobei der Ubertragungs-
anschlussbereich und der Verschlussanschlussbe-
reich symmetrisch um den elektrostatischen Mittel-
punkt des Pixels angeordnet sind.

2. Bildabtastvorrichtung nach Anspruch 1, worin
das zweidimensionale Pixelmosaik in Reihen und
Spalten angeordnet ist.

3. Bildabtastvorrichtung nach Anspruch 1, mit
mindestens einem aktiven Schaltelement, das an
den Fotodetektor angeschlossen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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